Dispositivos Electrénicos Guia de Estudio - Trabajo Practico N°2
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Tema: MOSFET

Dibuje el corte transversal de un MOSFET de enriquecimiento canal N y canal P. Indique el
nombre de los terminales y dibuje el simbolo circuital de cada dispositivo.

Cual es el principio fisico por el cual la tension VGS controla la corriente IDS, explique y
justifique.

Que es la tension umbral Vru. Proponga un circuito y un método para medir Vrn, explique el
procedimiento.

En qué condiciones de polarizacién el dispositivo, visto entre drenador y fuente, se comporta
como resistor controlado por tension. Cudl es la funcién que relaciona IDS con VGS y VDS en
esta condicion de polarizacion. Demuestre.

Como influye en el funcionamiento del dispositivo el valor del capacitor de compuerta (Cg),
explique.

Cuales son los modos de funcionamiento de un MOSFET, como determino en que modo de
funcionamiento se encuentra. Explique.

Que es la SATURACION de la corriente Ips y porque el dispositivo llega a esta condicion,
explique.

Como calcula la corriente IDS cuando el dispositivo estd polarizado en saturacion. Porque en
saturacion IDS depende de VDS. Explique. Que parametro del dispositivo cuantifica la
dependencia IDS vs VDS en saturacion.

El MOSFET de enriquecimiento canal N de la figura, que se fabrica con las siguientes
caracteristicas: W: 20 um - L: 5 um - d: 10 A° (Espesor del SiO2) - un = 500 cm2/V.s (movilidad
de los electrones en el canal) — VIH =3V

a. Cuanto vale Cgs

b. Cuanto vale el tiempo de
transito Tr para Vgs =5V

c. Utlizando una fuente de
alimentacion de 15 V,
implementar un circuito
para polarizarlo en zona
6hmica.
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Dibuje el corte transversal, el simbolo circuital
de los MOSFET de deplexiéon canal P y canal N. Cual es la diferencia entre un MOSFET de
Enriquecimiento (Acrecentamiento) y un MOSFET de Deplexion (Estrangulamiento). Explique.

Que es la tensiéon de umbral (VITH) en un MOSFET de deplexion. Explique. Cual es la diferencia
entre VIH (tensiéon umbral) de un MOS de enriquecimiento y un MOS de deplexién. Como
medirfa la tensiéon de umbral (VITH) en un MOS de deplexion.

Que mediciones realizarfa al dispositivo MOS para determinar si es de enriquecimiento o
deplexion, explique.
En un circuito, que mediciones necesita para determinar la zona de funcionamiento de un
MOSFET. Justifique

Dibujar la curva VGS vs VDS para un MOSFET canal N de enriquecimiento y para un
MOSFET canal P de enriquecimiento
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Polarizar el MOSFET del circuito en zona de saturacion y calcular el rango de valores que puede
tomar Rd para no salir de saturacién

Que es la modulacién del largo del canal del MOSFET. Como afecta el funcionamiento del
dispositivo. Como incorpora el efecto en la relacion tension corriente del dispositivo. Proponga
un método para medir el paraimetro que cuantifica la modulacion del largo del canal ().
Utilizando el MOS del problema 9 disefiar un circuito atenuador que vatie VO/Vi entre 50% y
100 %.
Utilizando un MOSFET de enriquecimiento canal N cuyos parametros son:

Q) Viu=2V b) B =2mA/V? c) A =0,0067 V"' d) Cgs = 10 {F

Disenar un amplificador de tension utilizando una fuente de alimentacién de 15 V.
Del amplificador disefiado dibujar el circuito de polarizacion, el circuito del modelo de pequefia
sefial y calcular:
a. la ganancia de tension sobre una carga de 100 K
la resistencia de entrada
c. la maxima tension del generador de senal para la validez del modelo utilizado en el
calculo de la ganancia
d. las capacidades de acoplamiento del generador y la carga considerando que la frecuencia
de la sefial a amplificar variara entre 500 Hz y 25 KHz.
e. la frecuencia de ganancia unidad (fr)

19) Proponga y analice un método para maximizar la ganancia de tensién del amplificador diseflado en

el punto anterior considerando la carga de 100 KQ.



